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Uklady scalone i systemy elektroniczne
Zakres materialu na 2 kolokwium

Struktura CMOS — layout 1 przekroj poprzeczny catosci lub fragmentu bramki NOT, NOR lub NAND
umieszczonej na plytce podtozowej typu n lub p uktadu.

Analiza topografii — ekstrakcja schematu z layout'u, btedy 1 optymalizacja.

Znaczenie poj¢¢: epitaksja, dyfuzja, implantacja jonow, fotolitografia, metalizacja.

Bramka samocentrujaca w tranzystorze MOS.

Proces technologiczny: tranzystora NMOS, n-well CMOS, p-well CMOS.

Aktywne podtoze uktadow CMOS — zagrozenia i przeciwdziatania.

Symulacja pracy bramki cyfrowej CMOS z obcigzeniem rezystancyjnym i/lub pojemnosciowym.
Wplyw efektu objetosciowego tranzystorow MOS na parametry bramki CMOS.

Sposoby poprawy parametréw czasowych bramki CMOS.

Charakterystyka przejsciowa inwertera i obszary pracy oraz pobor mocy.

Obliczanie rezystancji potagczen — rezystancja na kwadrat.

Sciezki zasilania i potaczen. Zasady wykonywania polaczen pomigdzy elementami w uktadzie
scalonym (jakie warstwy, odlegtosci, zasady, jak wykona¢ ,,przejscia” miedzy warstwami itp.).

. Reguly projektowe (bez wartosci liczbowych).
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Pojemnosci pasozytnicze w uktadach CMOS.

Bramka transmisyjna (budowa, praca, wtasnosci).

Budowa bufora magistrali.

Etapy projektowania uktadu scalonego (np. z pakietem Cadence)
Powszechnie stosowane style projektowania uktadéw scalonych.



